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Przedmiotem wynalazku jest spos6b otrzymywa-
nia hallotronéw cienkowarstwowych z arsenku
kadmu — Cd;As, — naparowanych termicznie
w prozni.

Znane dotychczas cienkowarstwowe hallotrony
otrzymywane sg z arsenku indu — InAs, antymon-
ku indu — InSb oraz, na skale laboratoryjna, z se-
lenku Iub tellurku rteci — HgSe i HgTe.

Technologia otrzymywania tfakich warstw Jjest
na ogoét procesem bardzo skomplikowanym i trud-
no odtwarzalnym w skali przemyslowej, wymaga
bowiem stosowania przy procesie naparowywania
w prozni tak zwanej metody trzech temperatur.
Stosowanie tej skomplikowanej technologii jest
spowodowane silnym rozkladaniem sie (dysocja-
cja) tych zwiazkéw przy ich odparowaniu.

Produkcja hallotronéw naparowych z powyzszych
materialéw zajmujg sie firmy: Siemens w NRF
oraz Ohio Semiconductors USA. Jak wynika jed-
nak z danych katalogowych (na przyklad Siemens
Halbleiter — Datenbuch, 1963) stosowane sg one
przewaznie jako sondy sygnalowe ze wzgledu na
maly stabilno§é parametréw (c35%).

‘W Polsce hallotrony cienkowarstwowe w ogoéle
nie sg produkowane w skali przemyslowej i tyl-
ko z tego wzgledu nie sg stosowane w elektronice,
w maszynach liczacych, magnetofonach, sondach
sygnalowych, sondach polowych i innych.

Sposéb otrzymywania naparowywanych hallotro-
néw wedlug wynalazku odznacza si¢ prosta techno-
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logia otrzymywania takich warstw nawet w prézi-
ni przemyslowej (10-4—10-5 tora) przy zastosowa-
niu metody dwéch temperatur (odpowiednio
dobranej temperatury grzejnika odparowujacego
i odpowiedniej temperatury podloza).

Technologia otrzymywania naparowanych hallo-
troné6w z Cd;As, wedlug wynalazku polega nha
termicznym odparowaniu w prézni rzedu 10-+—10-5
mm Hg kawalka Cd;As, (200—600 mg) z tygla
molibdenowego na podloze z miki, szkla lub in-
nego materialu izolacyjnego. Na otrzymang war-
stwe péiprzewodnika sg nastepnie nanoszone, réw-
niez przez naparowanie w prézni, elektrody srebr-
ne lub zlote.

Temperatura grzejnika odparowujgcego wynosi
500—600°C (material sublimuje) i jest tak dobie-
rana, by przy kondensacji par materialu na po-
dlozu zachowany zostal stechiometryczny sklad
zwigzku. Optymalna szybkosé parowania w tych
warunkach jest taka, Ze szybko§é powstawania
warstwy wynosi 1000—4000 A/min zaleznie od tem-
peratury grzejnika. ~

Optymalne charakterystyki elektryczne hallotro-
néw zostaly otrzymane przy naparowaniu warstwy
na podloze o temperaturze 120—200°C, najkorzyst-
niej 150—180°C. Przeprowadzone badania rentge-
nowskie i metalograficzne wykazaly, ze struktura
tak otrzymanych warstw jest krystaliczna, a otrzy-
mane ostre linie na rentgenogramach sg identyczne
z liniami dla litego CdsAs, (podczas gdy warstwy
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naparowane na podloZza o niZszej temepraturze
majg strukture amorficzng i wymiary ziaren kry-
stalitbw nierozréznialne pod mikroskopem meta-
lograficznym).

Grubo§é otrzymanych hallotronéw cienkowar-
stwowych 0,7—2 u jest regulowana czasem napa-
rowywania (5—12 min przy zastosowaniu regulo-
wanej magnetycznie z zewnatrz przesitonki stru-
mienia par). Z tego samego kawalka materialu
mozna przeprowadzié pare naparowan, a jednora-
zowo otrzymana ilo§¢ hallotronéw, nawet kilku-
dziesieciu sztuk, ograniczona jest tylko powierz-
chnig uzyteczng klosza prézniowego.

Réwnomierno$¢ warstw naparowywanych moz-

_na osiggnaé przez zastosowanie urzadzenia obroto-
. wego, a ich wymiary — przez zastosowanie odpo-

wiednich masek.

Otrzymane tym sposobem hallotrony cienkowar-
stwowe z arsenku kadmu odznaczaja sig: bardzo
dobra stabilno$cia i odtwarzalnoScia pomiaréw
elektrycznych, maksymalng ruchliwoscia elektro-
néw ug =3000 cm?V sek, co stanowi wiecej
niz o 25% ruchliwosci litego materialu wyjscio-
wego réwnej o 10000 cm?(V sek, niezaleino$cig
stalej Halla od pola magnetycznego, liniowofcia
charakterystyk statycznych i dynamicznych do
o 40—100 mA (zaleznie od grubosci warstwy)
w badanym przedziale p6l magnetycznych do
10 kGs, matymi warto§ciami opornosci hallotronu
& 10—50 omé6w, znikomo malymi zmianamj opor-
no$ci hallotronu w polu magnetyeznym, co pozwa-
la unikngé tzw. bledu mnozenia,.

Po odpowiednim zabezpieczeniu powierzchni
warstwy péiprzewodnika warstwg zywicy epoksy-
dowej otrzymuje sie bardzo dobrg stabilno§é pa-
rametréw elekirycznych w czasie (zmiany napig-
cia Halla obserwowane w ciggu 6 miesiecy nie
przekraczaty paru procent).

Czulo§¢ napieciowa fak otrzymanych hallotro-
néw cienkowarsiwowych z Cd;As; waha si¢ w gra-
nicach 0,2—3,1 V/AkGs zaleznie od gruboéci war-
stwy i jest wyisza od czulaSci hallotrangw oirzy-
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manych z litego InSb i InAs (np. sandy¥ de pe-
miaru natezenia pola magnetycznega predukowane
przez Przemyslowy Instytat Elektroniki w War-
szawie i firme Siemens). Pozostale parametry
elektryczne i temperaturowe wdlug wynalazku s3
poréwnywalne co do wielko§ci z analogicznymi
parametrami hallotrongw produkowanych, Na
przyklad przy naparowywaniu Cd;zAs, w stan-
dartowej aparaturze do naparowania przy ci$nie-
niu gazéw resztkowych w ukladzie prézniowym
p=10%* mm Hg i temperaturze podloza w czasie
naparowania t =165°C oraz szybkosci parowania
2200 A/min wlasnoSci elektryczne dla jednej
z otrzymanych warstw o grubo$ci d =2y i wy-
miarach 1,02 cm X 0,49 em s3 nastepujgce: opor-
no§é warstwy w kierunku przeplywu pradu Rx =
= 20 2, oporno$é miedzy elektrodami napigciowymi
Ry =128, oporno$é wlasciwa warstwy o = 1,88 X
X 10302, cm, koncentracja elektron6w n=
=1,0°101 cm™3, ruchliwo$§é elektronéw w tempe-
raturze pokojowej um = 2400 cm?V sek, maksy-
malna warto§é napiecia Halla przy B = 7000 Gs
Upmmax = 110 mV, maksymalna warto$é natezenia
pradu sterujgcego prébke ix max = mA, nominalna
warto§¢ natezenia prgdu ixn & 50 mA, czulc§é na-
pieciowa y = 0,22 V/AkGs, maksymalna moc wyj-
Sciowa przy B = 10 kGs Pymax = 0,5 mW, $rednie
wsp6lezynniki temperaturowe w przedziale 0—60°C
a=—02%/°C, #=—0,35%/°C.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb otrzymywania cienkowarstwowych hallo-
tronéw péiprzewodnikowych z arsenku kadmu na-
parowywanych w préini na takie podloza jak
szklo, mika lub inne materialy izolacyjne znamien-
By tym, ze warstwy poélprzewodnikowe Cd;As, na-
nosi si¢ na podloze ogrzane do temperatury 120—
—200°C, najkorzystniej 150—180°C, na drodze hez-
poéredniego odparowania czystego arsenku kadmu
Cd;As; w prézni rzedu 10-+=10-% tora z optymalna
szybkoScia naparowywania 1000—4009 A/min.

PZG w Pab. zam. 143-66 nakl. 350 szt.
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